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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstelit wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 



a. 



b. □ 



(an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich urn 

Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

(nuran das Internationale Bum gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen 
Datentrager(s) angeben) , 6erM\e ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 
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Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
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Formbiatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCT/EP2004/052999 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die foigende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-14 eingegangen am 24.06.2005 mit Schreiben vom 15.06.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1/2, 212 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind foigende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einlge oder alle dieser Blatter mlt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen we r den . 
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Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 


Anspruche 


1 


-14 


Nein: 


Anspruche 






Ja: 


Anspruche 


1 


-14 


Nein: 


Anspruche 






Ja: 


Anspruche: 


1 


-14 


Nein: 


Anspruche: 







2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7); 
siehe Beiblatt 



Feld Nr, VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 005, Nr. 179 (E-082), 17. November 1981 

(1981-1 1-17) & JP 56 105653 A (SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD), 22. August 
1981 (1981-08-22) 

D3: WO 03/044246 A (HONEYWELL INTERNATIONAL INC; WHITE, TAMARA, L; 
DEAN", NANCY, F; WEISER,) 30. Mai 2003 (2003-05-30) 

A. Anspruche 1-8 
1. 

Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 
Ein Verfahren zum Gaivanisieren, mit den Schritten: 

- Aufbringen einer elektrisch leitfahigen Grundschicht (4) auf ein Substrat (1), 

- Aufbringen einer im Vergleich zu der Grundschicht (4) besser elektrisch leitenden 
Hilfsschicht (8) nach dem Aufbringen der Grundschicht (4), 

- Aufbringen einer Maskenschicht (6) nach dem Aufbringen der Hilfsschicht (8), 

- Erzeugen einer Maske mit mindestens einer Maskenoffnung (Abb.) aus der 
Maskenschicht (6), 

- Strukturieren der Hilfsschicht (8) unter Verwendung der Maske, wobei die Grundschicht 
(4) nicht oder nicht vollstandig gemaR der Maske strukturiert wird, 

- Gaivanisieren mindestens einer Schicht (7) in der Maskenoffnung nach dem 
Strukturieren der Hilfsschicht (8). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten D2 
dadurch, daB nicht nureine, sondern zwei Schichten, eine Sockelschicht und eine 
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Deckschicht, in der Maskenoffnung galvanisiert werden, und daB die Sockelschicht aus 
einem anderen Material besteht als die Deckschicht. 



Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
2. 

Die durch das Verfahren des Anspruchs 1 zu losende Aufgabe kann darin gesehen 
werden, daB eine galvanisierte Struktur, beispielsweise ein Kontaktvorsprung, mit 
bestimmten gewunschten Eigenschaften erzeugt werden soil. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
besteht in dem Erreichen von Kombinationswirkungen der aus verschiedenen Material ien 
bestehenden Sockelschicht und Deckschicht. Diese Losung wird durch den bekannten 
Stand der Technik nicht nahegelegt und erfullt daher das Erfordernis der erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

3. 

Die Anspruche 2-8 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 



B. Anspruche 9-14 
1. 

Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 9 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

Eine kupferfreie Kontaktvorsprungsanordnung (50; Abb.2), die in derfolgenden 
Reihenfolge mit zunehmendem Abstand zu einem Substrat (52) eines integrierten 
Schaltkreises enthalt: 

- eine elektrisch leitfahige Leitbahn (54; Seite 2, Par.8) oder AnschluBplatte, 

- eine elektrisch leitfahige Grundschicht (60; Seite 2, Par.9), 

- angrenzend an die Grundschicht (60) eine kupferfreie Sockelschicht (62) aus einem 
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Material mit einer Schmelztemperatur grosser 500 Grad Celsius (Seite 3, Par.9), 

- eine elektrisch leitfahige Lotmaterialschicht (64) mit einem Schmelzpunkt kleiner 400 
Grad Celsius (Seite 5, Par.25-27), 

- wobei die Sockelschicht (62) aus Nickel oder Nickelphosphor besteht, oder mindestens 
60 Atomprozent Nickel enthalt (Seite 3, Par.9), 

- wobei die Grundschicht (60) eine Diffusionssperre fur Kupfer bildet (Seite 3, Par.9), 

- und wobei die Grundschicht (60) an die Leitbahn (54) oder die AnschluBplatte angrenzt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich daher von dem bekannten D3 
dadurch, daB die Grundschicht aus den in Anspruch 9, Zeile 22-24 genannten 
Legierungen oder Verbindungen besteht, oder diese enthalt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die durch die Struktur des Anspruchs 9 zu losende Aufgabe kann darin gesehen werden, 
daB eine Grundschicht verwendet werden soil, welche gute Haftungs- und 
Barriereeigenschaften aufweist und mit der angrenzenden nickelhaltigen Schicht 
materialvertraglich ist. 

Die in Anspruch 9 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
besteht in der spezifischen Kombination der Materialien fur Grundschicht und 
Sockelschicht. Eine solche Kombination wird durch den bekannten Stand der Technik 
nicht nahegelegt - beispielsweise sind in D3 als spezifische Schichtkombinationen nur 
Ni/Au und Ni/Ag angegeben (Seite 3, Par.9; Seite 1 1 , Par.52). Weiters liegt auch ein 
Ersatz der unteren Schicht (60) in D3 durch eine der in Anspruch 9 genannten 
Legierungen oder Verbindungen nicht nahe, da die genannten Materialien nicht, wie 
betreffende Schicht in D3, ohne weiteres galvanisch abgeschieden werden kann. Der 
Gegenstand des Anspruchs 9 erfullt daher das Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit 
(Artikel 33(3) PCT). 

3. 

Die Anspruche 10-14 sind vom Anspruch 9 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Anspruch 9 nicht 
klar ist. 

In Anspruch 9, Zeile 7, wird eine "kupferfreie Kontaktvorsprungsanordnung" beansprucht, 
die "eine elektrisch leitfahige Leitbahn oder Anschlussplatte" enthalt (Zeile 10-11). 

j 

GemaB Beschreibung Seite 7, Zeile 22-25, kann die Leitbahn oder Anschlussplatte jedoch 
z.B. aus mehr als 50 Atomprozent Kupfer bestehen (bzw. als Aluminumschicht einen 
Kupferzusatz enthalten, siehe Seite 9, Zeile 2-5), sodaB die Kontaktvorsprungsanordnung 
in diesem Fall nicht kupferfrei sein konnte. 

Weiters werden einerseits die Begriffe "Kontaktvorsprungsanordnung" und "Lotbump" 
synonym verwendet (z.B. Seite 6, Zeile 21-22), andererseits mit dem Begriff "Lotbump" nur 
jenes Material bezeichnet, welches durch Galvanisieren in die Maskenaussparung 
eingebracht wird (Seite 9, Zeile 12-16; Seite 1 1 , Zeile 22-24; Seite 12, Zeile 7-9). 

Die genaue Bedeutung des Begriffs "Kontaktvorsprungsanordnung" ist daher nicht klar. 
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Patentanspruche 



1. Verfahren zum Galvanisieren, 
mit den Schritten: 
5 Aufbringen einer elektrisch leitfahigen Grundschicht (22) auf 
ein Substrat (12) , 

Aufbringen einer im Vergleich zu der Grundschicht (22) besser 
elektrisch leitenden Hilfsschicht (24) nach dem Aufbringen 
der Grundschicht (22), 
10 Aufbringen einer Maskenschicht (26) nach dem Aufbringen der 
Hilfsschicht (24) , 

Erzeugen einer Maske mit mindestens einer Maskenof f nung (28) 
aus der Maskenschicht (26) , 

Strukturieren der Hilfsschicht (24) unter Verwendung der Mas- 
15 ke, wobei die Grundschicht (22) nicht Oder nicht vollstandig 
gemali der Maske strukturiert wird, 

Galvanisieren mindestens einer Schicht (50, 52) in der Mas- 
kenoffnung (28) nach dem Strukturieren der Hilfsschicht (24'), 
namlich : 

20 Galvanisieren einer Sockelschicht (50) , 

Galvanisieren einer Deckschicht (52) nach dem Galvanisieren 
der Sockelschicht (50), wobei die Sockelschicht (50) aus ei- 
nem anderen Material besteht als die Deckschicht (52). 



25 2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
d u r c h die Schritte: 

Galvanisieren mit einer Stromdichte in einer Anf angsphase, 
Galvanisieren mit einer im Vergleich zu der Stromdichte wah 
rend der Anfangsphase hoheren Stromdichte in einer der An- 
30 fangsphase folgenden Hauptphase. 



3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die Stromdichte in der Anfangs 
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phase einen Wert kleiner als 50 Prozent der Stromdichte in 
der Hauptphase hat, 

und/oder dass die Anfangsphase langer als funf Sekunden 
und/oder kurzer als funf Minuten ist, 
5 und/oder dass die Stromdichte in der Hauptphase grofier als 

0,2 Ampere pro Quadratdezimeter und/oder kleiner als 10 Ampe- 
re pro Quadratdezimeter ist. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, g e - 
10 kennzeichnet durch die Schritte: 

Aufbringen einer Isolierschicht (18) vor dem Aufbringen der 
Grundschicht (22) , 

Strukturieren der Isolierschicht (18) unter Erzeugen einer 
Kontaktof f nung (20) vor dem Aufbringen der Grundschicht (22), 
15 und vorzugsweise Aufbringen eines Teils der Grundschicht (22) 
in der Kontaktof f nung (20). 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Grundschicht 

20 (22) eine Barriereschicht gegen Kupferdif fusion ist, 
und dass die Hilfsschicht (24) Kupfer enthalt. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 dadurch 
gekennzeichnet, dass die Grundschicht (22) eine 

25 Barriereschicht gegen Kupferdif fusion ist, 

und dass die Hilfsschicht (24) aus Kupfer besteht. 



7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass das Material der Sockelschicht (50) ei- 
30 nen Schmelzpunkt grolier 500 Grad Celsius hat, 

und dass das Material der Deckschicht (52) einen Schmelzpunkt 
kleiner 400 Grad Celsius hat. 
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8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, d a - 
durch gekennzeichnet, dass das Strukturieren 
der Hilf sschicht mit einem galvanischen Verfahren durchge- 
ftihrt wird, vorzugsweise in derselben Anlage wie das Galvani- 

5 sieren der Schicht (50, 52) in der Maskenof f nung (28) . 

9. Kupferfreie Kontaktvorsprungsanordnung (10), 

die in der folgenden Reihenfolge mit zunehmenden Abstand zu 
einem Substrat (12) eines integrierten Schaltkreises enthalt: 
10 eine elektrisch leitfahige Leitbahn (16) oder Anschlussplat- 



eine elektrisch leitfahige Grundschicht (22), 

angrenzend an die Grundschicht (22) eine kupferfreie Sockel- 
schicht (50) aus einem Material mit einer Schmelztemperatur 
15 grofrer 500 Grad Celsius, 

eine elektrisch leitfahige Lotmaterialschicht (52) mit einem 
Schmelzpunkt kleiner 400 Grad Celsius, 

wobei die Sockelschicht (50) aus Nickel oder Nickelphosphor 
besteht, oder mindestens 60 Atomprozent Nickel enthalt, 
20 wobei die Grundschicht (22) eine Dif f usionssperre fur Kupfer 
bildet, 

wobei die Grundschicht (22) aus Titanwolf ram, Titannitrid o- 
der Tantalnitrid besteht oder Titanwolf ram, Titannitrid oder 
Tantalnitrid enthalt, 
25 und wobei die Grundschicht (22) an die Leitbahn (16) oder die 
Anschlussplatte angrenzt . 

10. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9, d a - 
durch gekennzeichnet, dass an der Grenze zwi- 
30 schen Sockelschicht (50) und Lotmaterialschicht (52) eine 

Grenzschicht aus binaren oder mehrphasigen Verbindungen vor- 
handen ist, insbesondere aus einer ternaren Verbindung. 



te, 



3 
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11. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Leitbahn 
(16) oder die Anschlussplatte mindestens 80 Atomprozent Alu- 
minium enthalt, oder dass die Leitbahn (16) oder die An- 

5 schlussplatte mehr als 50 Atomprozent Kupfer enthalt, 

und/oder dass die Lotmaterialschicht (52) aus einer Zinnle- 
gierung besteht, insbesondere aus einer Zinn-Silber-Legierung 
oder einer Zinn-Blei-Legierung oder einer Zinn-Silber-Kupf er- 
Legierung oder einer Zinn-Silber-Wismut-Legierung, oder eine 
10 Zinnlegierung enthalt, insbesondere eine Zinn-Silber- 
Legierung oder eine Zinn-Blei-Legierung oder eine Zinn- 
Silber-Kupf er-Legierung oder eine Zinn-Silber-Wismut- 
Legierung , 

und/oder dass die Grundschicht einen Schichtstapel aus mehre- 
15 ren Teilschichten enthalt, wobei der Schichtstapel mindestens 
eine der folgenden Schichten enthalt, eine Titanschicht , eine 
Tantalschicht , eine Titannitridschicht , eine Tantalnitrid- 
schicht, eine Wolf ramschicht , eine Titanwolf ramschicht oder 
eine Titanwolf ramnitridschicht . 

20 

12. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass das die Grund- 
schicht (22) aus Titanwolf ram besteht oder Titanwolf ram ent- 
halt, wobei der Titananteil kleiner als 20 Atomprozent ist. 

25 

13. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach einem der Anspruche 
9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sockelschicht (50) an die Lotmaterialschicht (52) angrenzt, 

30 14. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach einem der Anspruche 
9 bis 13, gekennzeichnet durch eine elektrisch 
isolierende Schicht (18) mit einer Aussparung (20), in der 



zumindest eine Teil der Grundschicht (22) und ein Teil der 
Sockelschicht (50) angeordnet sind. 
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